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Définir la paire différentielle :

 

Sachant que  
Si on souhaite avoir Ad = 600

Il vient :   

Comme  

Soit  
On fixe arbitrairement les géométries de tous les transistors à la valeur 45, excepté M5-M6 et M13. 
Définir la source de courant :

 

 

 

 

 
Définir la second étage :
La tension source-grille appliquée à la source commune M13 est égale à la tension source-à-drain de  M10 qui est le même que la tension source-grille du M9 si la paire différentielle est à l’équilibre. 

 

Comme  

 car nous avons une source de courant matché.

 

On choisit :  

Le gain du second étage vaut :   


Puis

 

 

 







 

http://www.mhhe.com/engcs/electrical/neamen01/etext/ch05.pdf
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Convertisseur DCDC BUCK

   avec ton = DT  et toff = (1-D).T
L’interrupteur est fermé pour t = DT


La tension aux bornes de l’inductance vaut :  et  

Sachant que  

 

Si l’interrupteur reste fermé  

L’interrupteur est ouvert pour t = (1-D]T


La diode devient passante,   et  

Sachant que  


On sait que la tension moyenne aux bornes d’une inductance est nulle, il vient :

 












DT
(1 − D)T
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La valeur de  est toujours la même quel que soit la valeur du courant IOUT. Lorsque IOUT est faible alors le circuit fonctionne en mode discontinue.

iL
Raise f
Lower frequency
· Slopes of iL are unchanged
· Lowering f increases ΔI and moves the circuit toward discontinuous operation


























iL
Raise L
Lower L
· Lowering L increases ΔI and moves the circuit toward discontinuous operation











http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:546843/FULLTEXT01.pdf

CMC (Current mode control)
[image: ]

VMC (Voltage mode control)
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Redressement synchrone :
Un convertisseur Buck synchrone est une version modifiée du convertisseur Buck classique dans laquelle on a remplacé la diode D par un second interrupteur S2. Cette modification permet d'augmenter le rendement du convertisseur car la chute de tension aux bornes d'un interrupteur est plus faible que celle aux bornes d'une diode (voir figure 8). Il est également possible d'augmenter encore le rendement en gardant la diode en parallèle du second interrupteur S2. La diode permet alors d'assurer le transfert d'énergie lors de la courte période ou les interrupteurs sont ouverts. L'utilisation d'un interrupteur seul est un compromis entre augmentation du coût et du rendement.
http://ljegouzo56.free.fr/ELECTRONIQUE/COURS/Alimentations/Cours_hacheurs.pdf
http://www.bbs.dianyuan.com/bbs/u/0/1066039498.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.microsemi.com%2Fdocument-portal%2Fdoc_download%2F124786-voltage-mode-current-mode-and-hysteretic-control&ei=8yx1U6exE8So0AXljoD4Bg&usg=AFQjCNE1uSNSCJKpIJvwGW8_JhnVTVW5fw&cad=rja

Ce que je sais:
- en mode tension la régulation, ou l'asservissement du rapport cyclique est fait par la comparaison entre une valeur de tension de consigne et le résultat produit. Comme il s'agit d'un système discret (discrétisé par le hachage) cette opération de comparaison nécessite un filtrage passe-bas avant de modifier le rapport cyclique. Par ailleurs c'est la réaction de l'ensemble inductance et condensateur de sortie qui est observée. Ces deux éléments ont pour effet de décaler dans le temps la réaction à tous changement de rapport cyclique: en conséquence on doit choisir un compromis entre la lenteur de la réaction dynamique, et la stabilité du système.
- en mode courant on asservit toujours un rapport cyclique. Cependant on capte aussi le courant dans l'inductance en plus de la valeur de tension. Ensuite ce que j'ai du mal à expliquer/comprendre c'est à quel moment on utilise cette information de courant (à quel moment dans le sens: lorsque le circuit est ouvert, fermé ...) et comment on la combine avec le feedback de tension.

http://encon.fke.utm.my/nikd/latest/OctCurrentMode.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slup075/slup075.pdf
[bookmark: _GoBack]http://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf
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The parameter K, is called the conduction parameter for the n-channel
device and is given by
Wity Cox

2L

where C,, is the oxide capacitance per unit area. The capacitance is given by

K, = (5.3(a))

Cox = €ox/lox

where 1,, is the oxide thickness and ¢,, is the oxide permittivity. For silicon
devices, €, = (3.9)(8.85 x 107'%) F/cm. The parameter 1, is the mobility of the
electrons in the inversion layer. The channel width W and channel length L
were shown in Figure 5.5(a).

As Equation (5.3(a)) indicates, the conduction parameter is a function of
both electrical and geometric parameters. The oxide capacitance and carrier
mobility are essentially constants for a given fabrication technology. However,
the geometry, or width-to-length ratio W/L, is a variable in the design of
MOSFETs that is used to produce specific current-voltage characteristics in
MOSFET circuits.
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We can rewrite the conduction parameter in the form

kn W
K= (5.3(b))
where k,, = 11,C,.. Normally, k, is considered to be a constant, so Equation
(5.3(b)) emphasizes that the width-to-length ratio W /L is the transistor design
variable.
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Example 5.1 Objective: Calculate the current in an n-channel MOSFET.

Consider an n-channel enhancement mode MOSFET with the following pa-
rameters: Vyy =0.75V, W =40pm, L = 4pm, 1, = 650 cm?®/V-s, 1,, =450 A, and €,
=(3.9)(8.85 x IO’M) F/cm. Determine the current when Vg = 2V 7y, for the transistor
biased in the saturation region.

Solution: The conduction parameter is determined by Equation (5.3(a)). First, con-
sider the units involved in this equation, as follows:

N sz F
W(cm)-u,,(ﬁ)‘m<a) F_©C/V)_A

2L(cm) - £,4(cm) T Vs Vs V2

K,=

The value of the conduction parameter is therefore

o Wiseor (40 x 107)(650)(3.9)(8.85 x 107'%)
" 2L, 2(4 x 10-4)(450 x 10%)

or
K, =0249mA/V?

From Equation (5.2(b)) for vgg = 2V 7y, we find
ip = Ky(vgs — Vry)? = (0.249)(1.5 — 0.75)* = 0.140mA

Comment: The current capability of a transistor can be increased by increasing the

conduction parameter. For a given fabrication technology, K, is adjusted by varying the
transistor width W.
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